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五、最大额定值

参数 符号 数值 单位

漏源电压 VDS 40 V

栅源电压 VGS ±20 V

连续漏极电流（VGS=10V） (1)
TC=25℃ ID 40 A

TC=100℃ 30 A

脉冲漏极电流 (2) IDM 197 A

单脉冲雪崩能量（3） EAS 116 mJ

单脉冲雪崩电流（L=0.1mH） IAS 28 A

功耗

TC=25℃ PD 42 W

TC=100℃ 21 W

结温和存储温度范围 TJ, TSTG -55~+175 ℃

六、热特性

参数 符号 典型值 最大值 单位

结至环境热阻 (4) RθJA 60 75 ℃/W

结至外壳热阻 (5) RθJC 4.5 5.8 ℃/W
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七、电气特性

参数 符号 测试条件
最小

值
典型值
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八、典型电气特性和热特性曲线

图 1 输出特性 图 2 传输特性

图 3 导通电阻与栅源电压的关系 图 4 导通电阻与漏极电流的关系

图 5 导通电阻与结温的关系 图 6 源漏二极管正向电压
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九、典型应用电路

图 14 典型应用电路

Note：
PGND：系统电源地

GND：BSM4006H4的 GND引脚

SP3、SN3、SP4、SN3：需要额外增加两组运算放大器进行电流检测
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十、封装规格

图 15 封装外形图

推荐焊盘尺寸 单位：毫米
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